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Infrarotemitterdiode
V0120

GaAs-Infrarotemitterdiode in Metall-Keramik-
Gehliuse mit linsenférmigem Glasfenster.

Die Diode it besonders als Strahlungsguelle
fiir optoelektroniache Systeme mit hohen Modu-
lationsfrequenzen geeignet. Sie ist auf Grund
ibrer Gehiusekonstruktion iiberall dort vor-
tellhaft anzuwenden, wo Strahlungsquellen in
doppeltkaschierten Leiterplatten eingesetzt
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werden scllen. Durch seines HuBsren Abmessun-
gen ist der Aufbau von Emitterdiodenzeilen
und -matrizen mit einem Rastermal von 2,5 mm
miglich.

Bauform und Abmessungen stimmen amnihernd
mit denen des Fototransistors 5P 211
Uberein.
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Masse: 0,03 g
Standerd: TGL 35172

Eennzeichnung nur auf der Verpackung

(Verpackung mit glasklarer Einlage)

Anderungen vorbehalten!
Redaktionssohlull November B85

Kenngrifen bei 4. = 25 %
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Anstiegazeit s - 2 ps
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Maximaler DurchlaBstrom in Abhinglgkeit
von der Umgebungstemperatur.

3) Der KihlkSrper wird durch die Kupfer-
flache elner kaschierten Leiterplatte
(Material: Cevausit; 1,5 mm diek)
am Anpdemansehlul peblldet.
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Definition der Schaltzeiten
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Prinzgipschaltung zur Ermittlung der dyna-
mischen Kenngrifen der Infrarotemitter-
diede VQ 120

2) 8P 103 nach TGL 29969
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Mittlersar Durchlafgleichstrom der Infrarot-
Emitter-Diode VQ 120 in Abhlingigkeit won der
DurchlaBgleichspannung.

Parameter: Umgebungstemperatur "'n
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Mittlere DurchlaBgleichspannung der Infrarct-
Emitter-Diode VQ 120 in Abhfngigkeit von der

Ungebungstemperatur.
Parsmeter: Durchladstrom Ig
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Mittlerer differentieller DurchlaBwiderstand
der Infrarot-Emitter-Diode VQ 120 in Abhiin-
glgkelt vom DurchlaBstrom
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Mittlere Strahlungslelstung der Infrarot-
Emitter-Diode VQ 120 in Abhingipkeit vom
Durchlaistrom
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Bitvlore normlerte Streahlungalelstung dep
Infraret-Eol tter~Dlods ¥Q 120 in abhbngig-
kelt der Uzgebungstemperatiur.

Vavamuber: Durchlalstrom I,
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beife Litzinn nieht mit der Glaslinse in He- Waschmittel

rihrung kommt. Fir die Durehfilhrung der L8- Die Infrercresitterdioden V§ 120 dilrfen sur

tungen empfeblen wir temperaturgeresgelte Lit- Beseitigung der im Létprozel entetandensn Ver-

kolben. unreinigungen in folgenden Wascheitteln unter

dls snzuwendende Létbedingungen empfehlen wir: folgenden Bedingungen gewaschen werden.
Lottesperatur 4y = 240 oty

Litnalt : x Waschmittel | Ultra- |[Tem- |Zeit|Lufttroeimg.
. - Sl ::.:J:.J:n e Tempe-| 7ol
L] ra
Schwallétbarkeit der Anschliisse e |atn.] % |nta.
Littemparatur 4, = 240 ctgx
Litzelt ty= 48 Wasger £50 |3 |EB5 |5
Es wird empfohlen, bel Anwendung der Schwall- Fluorkoblen- Vi
létung fiir den Ancdenanschlull dis Eatodenan- wasgerstoff x x |E 48 |E 3 |bel 24
schluffennen zuerst su lsten (Handlstung). (F 193) oo
Alkohols tem-
iIlnprn‘pml, £ 35 £ 6 |pera- |2 10
265 - - thenol, tur
7 AP Y Methanol)
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He aturlitbestindigkeit
Reparaturlitungen in der Nihe der Infravet-
emitterdiode gem. TGL 32377/02 sind zuldssip.

Wasch- und FluBmittelbestindigkeit

luBmi tte

Die verwsndeten FluBmittel diirfen nicht
korrodierend wirken. Zulissig sind die Flul-
mittel SW 31 und SW 32 nash TGL 14907.

Der wglligen Austrocknung der Flulmittel oder
besser dessen williger Entfernung durch einen
Reinigungeprozel ist besondere Aufmerksamkedt
tu widmen, da sonst Sperrstromerhéhungen auf-
treten.
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